Unidade Area

POS-GRADUACAO ENGENHARIA ELETRICA NANOELETRONICA E CIRCUITOS
INTEGRADOS

Disciplina Tipo

PEL113 — Dispositivos Semicondutores Implementados em Tecnologia SOI Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Apresentar ao aluno de pés-graduacéo outros dispositivos SOI além dos transistores MOS convencionais, tais como
transistores NnMOS de canal gradual, diodos PIN e transistores de poténcia, além de algumas de suas aplicacGes.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratério de microcomputadores para realizagéo de simulages.

Recursos necessarios

Sala de aula, laboratorio com simulador Atlas.

Programa para 12 semanas

. Revis&o de transistores SOl nMOSFET;

. Introdugéo aos transistores SOI de canal gradual (GC SOl nMOSFET);

. Transistores GC SOl nMOSFET — Caracteristicas elétricas;

. Transistores GC SOl nMOSFET de porta dupla;

. Transistores GC SOl nMOSFET - Aplicacdo em circuitos analdgicos (parte 1);
. Transistores GC SOl nMOSFET — Aplicagdo em circuitos analdgicos (parte 2);
. Introdugdo aos diodos PIN;

. Diodos PIN — Utilizagdo como sensor de temperatura;

. Diodos PIN — Utilizacdo como fotodetector;

10. Introducdo aos transistores LDMOS;

11. Transistores LDMOS — Caracteristicas elétricas;

12. Transistores LDMOS — Aplicagdes.
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Método de Avaliagéo

Provas e lista de exercicios de laboratorio.
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